SS216/SS218/SS219  SS 216/SS218/55219

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren Wérmewiderstand Min. Tre- Max.

Silicon NPN Epitaxial Planar Switching Transistors Thermai resistonce ‘
Sperrschicht-Umgebung

Anwendungen: Digitale Anwendungen Applications: Digital applications Junction ambiernt RibJA 0.5 K/mW

Besondere Merkmale: . Features:

Statische Kenngrdfien
@ 55 219 schneiler Schalter @ 55 219 high speed switch DC characteristics tamp = 25°C — 5K

Kollektar-Basis-Reststrom

Abmessungen in mm Dimensions fn mm Collectar cut-off current
Up=20V lero . 10 100 nA
1% e 1 . Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung :

Gehtuse L312 E & . %, Cose L 312 Cofl[eci?r;gmi:er bregkdown voltoge -U .

= c=10m @®rRycec} 15 : V
TGL 11811 B T = &4 1= TGL _” e Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Plastgehéuse € = - PIC‘_St'c case Emitter-base breakdown voliage
Masse ca. 0,1 g TM Weight about 0.1 g lg= 10 pA U Bk) EBO 3 v

s Kollektor-Emitter-Sdttigungsspannung
Collector saturation veltage
Absolute ﬁrer:nzdaten . g = 3 mA, I'C o= 30 A _ Uctsat 0,2 045 V
Absolute maximum ratings Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Koliekior-Basis-Spannung Base saturation voltage UsEsat 0,9 1 v
Collector-base voltage Ucso 20 v Gieichstromverstarkung
Koliektor-Emitter-Spannung CC forward current transfer ratio
Collector-emitter voltage Ucea 15 v Uce=10,3V, Ic =30 mA
Emitter-Basis-Spannung Gruppe/Group: B hre 28 4 71
Emitter-base voltage Ueso 5 \) C heg 56 98 140
Kollektorstrom P hre 12 175 280
Collector current e 100 mA
Koltektorspitzenstrom Dynamische KenngrtBen
Collector peak current lem 200 mA AC characteristics tomp =25%C — 5K
Basisstrom .
Base current I 20 mA Traﬁsutfreque:nz
Gesamtverlustieistung Gain bandwidth product
Total power dissipation Ucp =10V, |c=5m)°-\.“f='|00 MHz fr 350 MHz
tamb < 25°C Prot 200 mW KurzschIuﬁ?usgangskopuzlmt

Sperrschichttemperatur Short circuit output capeacitance
Junction temperature Yy 125 °C Ucg =10V, lg=0, f=2MHz Cob 25 pF
Umgebungstemperaturhereich
Ambient temperature range tamb —40 ... 4-10Q *C
Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range tiig —55... +150 “C
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